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'tore di AF.

Dopo avervi presentato i vari tipi di
oscillatori di AF continuiamo nella
nostra disqui
questo mese. come si realizza e
come si tara uno stadioampliflca-

lone descrivendovl,

lillSMiiililllil a
Nei due numeri precedenti di questa stessa ri-

ví a, e precisamente sul n. 8 e n. 9, vi abbiamo
indicato quali sono gli schemi più adatti per realiz-
zare-un oscillatore di AF e vi abbiamo inoltre
consigliato di costruirne un esemplare perché
abbiate la possibilità di constatare di fatto quali
linconvenienti puó presentare un oscillatore qua-
Iora- non venga tarato nelle condizioni più idonee
di funzionamento oppure non risulti polarizzato
nella colidizione migliore.
. Se: avete seguito con meticolosità i nostri
consigli voi ora possedete un piccolo trasmetti-
tore gia in grado di erogare un segnale di AF.

Sarebbe sufficiente modulare il se'gnale di AF
ottenuto per poter irradiare nello spazio la vostra
voce dato che, come avrete constatato, osservan-
dò molti piccoli trasmettitori, la sezione trasmit-
tente puó essere costituita anche da un solo
transistor impiegato sia come oscillatore e ýnale
di AF.

Considerando quindi che non è vostra intenzio-
ne. né tantomeno la nostra, limitare lo studio a
trasmettitori in grado di coprire distanze irriso-
rie, occorrerà procedere prendendo in considera-
zione gli stadi amplificatori di AF. Essi serviranno

- ad aumentare la potenza del segnale AF erogata
dali'oscillatore ed un aumento di potenza corri~

Vspendere ovviamente, se adeguatamente sfrut-
tata, un aumento della portata chilometrica.
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UTILITÀ DEGLI STADI DI AF

Ammettiamo di poter disporre di un oscilla-
tore di AF, capace di erogare in uscita una poten-
za di appena 0,05 wa_tt (vale a dire 50 milli-
watt) mentre a noi interesserebbe una potenza
'notevolmente superioreY ammettiamo 5 watt.
ln questo caso dovremo scegliere un transistor
amplificatore in grado di erogare detta potenza
alla frequenza desiderata.

Ammettendo quindi che il nostro interessa-
mento verta alla gamma dei 30 MHz per prima
cosa dovremmo scegliere un semiconduttore in
grado di funzionare ed amplificare almeno fino
ai 40 MHz (frequenza di taglio) ed infine che pos-
sa sopportare sul `collettore una tensione almeno

doppia .di quella di alimentazione ed erogare una
corrente tale che, considerando le eventuali per~
dite4 possa fornirci i 5 watt richiestiÀ Ad esempio

supponendo che ia tensione di alimentazione sia

di 9 volt, il transistor deve accreditare tra le sue
caratteristiche una tensione di collettore di 20
volt ed una correnteldi almeno i ampere consi-
derando che il valore della corrente si puo de-
durre, conoscendo tensione e wattaggío, dalla
formula: Watt : Volt = Ampere da cui nel nostro
caso 5:9 = 0,78 ampere.

Peró perche- tale transistor, che presenta tut-
te le peculiarità necessarie, possa erogare in u-



scita i 5 wattlche ci siamo'prefissati deve essere
pilotato (vale a dire che sulla base dello stesso
deve essere presente) una potenza di almeno l
watt.
- ' Sapendo quindi che I'›oscillatore preso in esame
come esempio puó disporre di s`oli 0,05 watt, se
vi applicassimo direttamente l'ipotetico stadio
finale che abbiamo teste discusso non potremmo
certame'nte rilevare la potenza richiesta in quanto
non.avrebberla:possibilita di pilo'tarlo. In pratica
un trasmettitore si comporta esattamente come
un qualsiasi stadio amplificatore di BF. almeno

conoèttualmante, nel qualeY se vogliamo vera-
mente in uscita molta potenza, occorre amplifi-
care il segnale proveniente dal pick-up lo da al-
tro generatore) tramite uno stadio preamplifi-
caore il segnale preamplificato sarà trasferitoA ad
`un secondo transistor per aumentare la potenza,
ed anche ad un terzo transistor se necessario fi~
n'o a raggiungere la potenza necessaria per pilo-
tare lo stadio finale

Con la stessa prassi sarà quindi necessario ín'-'
terporre tra lo stadio oscillatore e quello finale
AF uno'stadio prepilota che avrà il compito di
portare il segnale generato dall'oscillatore ad un
livello tale da essere idoneo a pilotare lo stadio
finale di potenza, quindi, nel nostro caso, l'am-
plificetore di AF interposto tra oscillatore e sta-
dio finale dovrà poter aumentare la potenza forA
nita dall'oscillatore, 0,05 watt fino ad i watt
come richiesto.

Se poi noi desiderassimo 4un trasmettitore _in
'grado d'erogare in uscita una'potenza superiore
ai 5 watt dovremmo far seguire allo stadio di 5
watt un ultimo transistor di potenza più elevata

che richieda come pilotaggio, una potenza non su-
periore a 5 wattV Fig. 1

Tutti questi stadi che si possono interporre tra
osoilletore e stadio finale di p'otenza vengono oo-
munemente chiamati ct amplificatori div 'AF it e
oircuitalmente non si differenziano l'uno dall'al-~
tro. _ `

v Cio che cambia invece e solamente il transistor
utilizzato che, come abbiamo gia affermato e co-
me e facilmente intuibile, dovrà avere potenze
sempre superiore in progressione da stadio a
stadio. '

Lo stadio amplificatore di AF puó essere realiz-
zato in tanti sistemi diversi e noi prenderemo in
considerazione i tipi più comuni e di maggior ren-
dimento che voi stessi potrete realizzare avendo
gia a disposizione uno stadio oscillatore di AF
come descritto sul n. 9.

ACCOPPIAMENTO TRA STADIO OSCILLATORÈ
E STADIO AMPLIFICATORE DI AF

ll fattore più importante per uno stadio ampli-
ficatore AF è quello di ricevere dallo stadio oscil-
latore la massima energia AF disponibile in quanv
to maggiore sara la tensione di pilotaggio pari-
menti maggiore risulterà pure il rendimento del-
lo stadio amplificatore. _

Per ottenere quindi il massimo trasferimento
.di energia dal collettore del transistor oscillato-
re alla base del transistor amplificatore AF, ooA
corre un accoppiamento che puo essere esegui-
to per via induttiva o capacitiva tenendo presente
alcune considerazioni:
1)- è consigliabile cercare di adattare il più pos-

sibile l'impedenza d'uscita dello stadio osoil~
lente con quella d'ingresso dell'amplificatore

ZAF. '
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INTERNI

OSCILLATORE OSCILLATORE

INTENNA

AHPLIF. lE

50m!!|i|® (â) SOmW ® ivi

Fig. l A Applicando dirottamento un'antenna ed un
`oeoilletore di AF. noi potremmo gli lrredl-e nello
_ezio un segnale. me non potendo fornire un oeþle-
tore elevata potenza, la portatav risulterà limitata

Fig. 1 B Volendo aumentare la potenze di AF risulta ne-
oeseerio empllfieare ll segnale delroocllletore. Per tuo'.
.to o neeaeeerio inserire nel treetnettitore un'ellro del
dio chiamato appunto u amplificatore di AF n

2) evitare di sovraccaricare I'oscillatore affin-
ché non disinnaschi.

Ottenuti questi preliminari occorrerà infine:

i) che lo stadio amplificatore non autooscillì.
cioè venga ad erogare in maniera autonoma
dell'energia AF anche senza oscillatore (si
comporti cioe come un oscillatore di AF che,
non essendo pilotato da nessun quarzo, ge-
nererà una frequenza diversa da quella del-
.l'oscillatore e senza alcun carattere di stabi-
litài

che l'impedenza d'uscita, vale a dire quella
del collettore dello stadio amplificatore AF4
si adatti a quello del circuito di sintonia posto
in uscita.

Dopo questa anticipazioni sarà logico passare

2

di tensione ol di corrente più elevato rispetto
al primo.

Inoltre puó anche capitare che variando l'im-
pedenza d'entrata e quella di uscita si possano
ottenere risultati più soddisfacenti con un dato
circuito che con un altro, che ad una prima con-
siderazione poteva sembrare migliore, per la pos›

sibilità di eventuali autoinneschi di AF mentre il
primo circuito presenta maggiore sicurezza come
stabilità di funzionamento. Per stabilire le varie
differenze che intercorrono fra i tra tipi di circui-
ti amplificatori AF ve ne abbiamo riportato le di?
verse caratteristiche:

EM-ETI'ITORE A MASSA

a quelli che sono i 3 diversi sistemi di realizza-
re un amplificatore AF.

l'rnpedenza d'entreta = beeea
impedenza d'uecita = elte'
guedegno in corrente = alto
guedegno in teneione = alto

ITRE TIPI DI AMPLIFICATORI

Gli amplíýcatori di AF possono essere realizzati
secondo tre diversi sistemi circuítalì che, a sa-
conda del tipo, vengono comunemente distinti in:
amplificatore con emettitore e rneese
con heee e maua
con collettore a mena.

La scelta del sistema va effettuata in conside-
razione del circuito o del transistor impiegato in

*quanto in montaggi puó risultare più adatto, ad
esempio, un amplificatore con base a massa di
un altro con emettitore a messa, benché questo
secondo sistema possa presentare un guadagno
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Fig. 1 D Non e poelihile,come un principiante potreb-
be supporre, applicare subito dopo I'oeeilletore uno
stadio amplificatore utilizzando un transistor di elevata
potenza. Un transistor di potenza per poter erogare
in uscite la tua massima energia richiede sempre une
potenze di pilotaggio (cioe potenza da applicare in be-
so) adeguata. Per cui se un linele per eroger uscite
10 Watt occorre una potenza pil che puo venere dei
3 ai 5 Watt sarà necessario amplificare il segnale del-
l'osc etore con tenti stadi AF lino ad ottenere le poten-
za di p maggio richiesta



OSCILLATORE AMPLIF. I!

ANTENNA

AMPLIF. AE

SONNIIþlí'â C69 lW SWC59

Fig. 1 C Se anche la potenza che potesse Iomirci lo
stadio amplificatore di AF, 'om inf-viola Il wottaþio
dooidonto, dovremo riampllýoaro Il lognlo del ..ooo-
dn nadia con un terzo stadio, utilizzando un translator
a maggiý' pOKEþlþ

BASE A MASSA

Impedenza d'ontrotl = monobusa
impedenza d'uscita = molto alto
guadagno in corrente = nullo
guadagno in tensione = molto alto

COLLETTORE A MASSA

Impedenza d'ontrota = molto alt..
impedenza d'ulcita = molto bau:
guadagno in oorromo = alto
guadagno in tonsiono = nullo '

ACCOPPIAMENTO CAPACITATIVO ›

In fig. 2 è 'riportato lo schema dì un amplifica-
Atore con ernettitora` e massa collegato cnpaciti-

V_amente alla bobina oscillatrice.
y Come potete vedere, sulla bobina L1 dell'0-
sciilatore si fa uso della capacita C3 per prele~
vare I'energie AFßda' trasferire direttamente alla

lbase del transistor THZ;
E_ poiché questa basa deve risultare polarizzata

tramite la resistenza Rllper evitare che l'ener-
gia AF possa scaricarsi a massa attraverso taìe-
componente sarà necessario interporre una im~`
beaenza di AF (JAFZL

La parte 'più critica nella scelta del valor'e dei
componenti adatti è relativa a quello del conden-
satore C3 e della posizione del collegamento di
questo sulla bobina L'l. V

` Il valore del condensatore dipende della fre~
quenza wavoro e puó variare dai 22 air~170 pF
considerando che valori suberiorii'ìotrebhero
comportare il rischio di far entrare. in autooscil-
..lazione il transistor TR2-.

L'adetternento d'ìmpedenza tra stadio oscilla-
tore TR1 e stadio amplificatore TR2 si ottiene
rñodlfieando iI punto di presa sulla bobina L1,
quindi per raggiungere la posizione esatta non e-
siste altro da fare che provare sperimentalmente
lSi parte quindi dal lato freddo della bobine

DSCILEATORE AMPLIE AE

ANTENNA

AMPLIE AI

S OIIIW WIIþlí'ã) @D
AMPur. A: ,

€19SW lOWC43
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accoppiamento capocitivo
À_Fig. 2 amplificatore di AF con emottiton a num ad

R1. da 10-,5600hm
C1 . 10.000 pF.
C2/L1 .` circuito sintonia oscill.
cs. a. 22 a 410 pr. `
C4. 10.000 pF.
(25. 10.000 pF
CGILZ circ 'to sintonia finale
JAFi-Z- . ìmpodonzo di AF.
TR1. transistor umiliato"
TRZ. transistor amplil. AF.

piemonte comitiva .
Fig. 3 Amplificatore dl AF con hole a massa ad accop-

R1 . 4.7 I 100 ohm
C'I . 1 0.000 pF.
CZ/LI . circuito sintonia mill.
CJ. lia 22 a 470 pF.
c4. 10.000 mi.
C5. 10.000 pF.
CS'LZ. circuito sintonia Iinolo

t imma-qu e. itrÀ

(cioèv il lato opposto a quello con cui essa e col-
legata al collettore di TRH e_si prova spira per
spira fino a trovare il punto in` cui il transistor
TRZ assorbe la maggior corrente di collettore.

A questo proposito consigliamo di non andare
mei oltre la metà delle spire di L1 ma, all'oocor-
renza e meglio aumentare il valore del conden-
satoreqcã.

La resistenza R1 va scelta tra una gamma di va›
lori varianti dai -10 ai 560 ohm ín relazione al tipo
di transistor impiegato ed alla tensione d'alimen-
tazione. Coi-ne si puó notare, il collettore di TR2
non è collegato ad un estremo di L2, ma ad una
presa intermedia; vedremo che anche questo ar-V
tificio servirà per adattare l'ìmpedenza del col-
lettore a quella del circuito di sintonia finale, ció
'sempreper ottenere il maggior rendimento pos-v
sibile. ` v

L'unica difficoltà nella realizzazione di questo
circuito consiste nel dover trovare sperimental-
mente la posizione più idonea di C3 sulla bobina
L1 anche perche non sempre risulta agevole ef-

;iþe .726

fettuare la saldatura.
ln flg. 3 abbia'mo invece'un secondo tipo di

amplificatore, questa volta con base a messa.
Anche per questo circuito valgono le notede-
scritte per l'amplificatore con emettitore a'mas-
sa. In fìg; 4 invece e descritto un amplificatore
AF con accoppiamento a partiture capacitivo.

In questo caso il segnala. anziche da una pre-
sa intermedia sulla bobina L1 viene prelevato di-
rettamente dal lato caldo (lato del collettore di
TRl) delle bobine stessa tramite un compensa-
tore (C4) mentre tra base e massa di TRZ risulta
inserito un secondo compansatore (CB).

II vantaggio di questo sistema circuitale con›
sis'te nella possibilità di avere* un più esatto a-
dattamento d'impedenía tra lo stadio oscillante
e 'quello amplificatore finale con eliminazione
della presa sulla bobina L1 che oltrettutto puó
anche risultare di non semplice attuazione.

Gli inconvenienti che possono verificarsi con
questo circuito vsono tutti di' ordine strettamente
pratico, non tecnico, in quanto esso necessita di



maggiore spazio, per l'inserimento di due corn-
pensatori, costa un Vpo' di più rispetto al siste-
ma precedente ed ha bisogno di una maggiore cu-
ra per raggiungere il massimo trasferimento_di
energia AF dall'oscillatore alla base.

Con questo circuito il valore della capacità C2
risulta notevolmente inferiore a quello impiegato
per i circuiti precedenti a causa dell'aggiunta
dei due compensatori che, come si nota, sì tro-
vano praticamente ad essere in parallelo alla bo-
bina L1.

ACCOPPIAMENTO CON FILTRO A PI~GREOO

Nella categoria dei circuiti ad accoppiamento
capacitivo quello che meglio di ogni altro e in
grado di adattare l'impedenza d'ingresso (stadio
oscillatorel con quella d'uscita (stadio amplifi-
catore e finale) è senza dubbio quello che si av-
vale del sistema a «filtro a pi-greco» visibile
in ýg. 5. _

ln esso il 'condensatore C3. che varia da un

minimo di 10 pF ad un massimo di 47 pF, si trova
collegato ad una presa iissa (normalmente ad
1/4 o ad 1/5 delle spire totali di L1 partendo dal
lato freddo) e con l'altro terminale collegato ad
un filtro a pi-greco composto cla C4-L2-(25 dove
ìl condensatore variabile C4 serve per adatta›
re l'impedenza d'uscita e C5 quella d'entrata.

Gli inconvenienti maggiori che sì presentano
nella realizzazione di questo circuito sono quel-
li inerenti all'impiego di una seconda bobine, di
due condensatori variabili di capacità non indif-
ferente (da 100 a 300 pF a seconda della fre-
quenza di lavoro) e di richiedere una taratura un
po' più Iaboriosa. Benché questo sistema sia ve-
ramente il più efficace, come abbiamo già pun-
tualizzato, asso si rivela veramente ottimo per i
trasmettitori a postazione fissa' nei quali non e-
sistono problemi di spazio ma per i complessi por-
tatili, dove lo spazio a disposizione è piuttosto
ridotto, il suo impiego è praticamente da esclu-
dere- t . i

In ogni modo il problema maggiore, qualora si
sia realizzato una tale sistema. è quello della

"R1, da 10a 660o
C1 . 10.000 pF.
Cit/L1. cimuimaintonia oacill.

Fi'. 4 Amplificatore di AF con amettitora a maaaa ad
accoppiamento a partitura capaeitivo

CJ. 25 pF companaatora
' 04. 40 pF. oompanaa'tore
_cS. 10.000 pr:
05. 1 0.000 pF.
C7_/L2.` circuito aintonia Iinala
JAF1-2-3 pedana. di AF.
Tm . tranarator oatþllatornV
TRZ. tranaiator ampli'. AF.

C! ll vvvvv
lllnl

accoppiamento con filtro pi-graco
Fig. 5 Ampiilicatoro di AF con amettitora a rnaaaa ad

u R1. d810a5600hm
C1 . 10.000 pF.
CZ/L1. circuito sintonia oocil.
CJ. da 10 a 41' F
04. 200 pF. va
65. 200 pF. va
06. 10.000 l'iFÀ
C7. 1 0.000 pF.
Cã/LJ. circuito sintonia ýnaia
L2. bobina iiltro a pí-graco
JAF1 -2-3. impldlnll di AF.
'TRI . tranu'ator oacillatora
__TRZ. tranaiator ampli'. AF.

biie
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Fig. 8 Arnplilicotorl di AF con emettitore a musa ad
accoppiamento induttivo

'RL lla-10a 1.000dun
C1. 10.000 pF.
'IQ/L1 . circuito sintonia will.
03. 10000 DF.
C4. 10.000 pF.
0513. circuito sintonia linalo
L2. bobina IinIt avvolta sopra a L1
JAFl-2-3. impldlrtll di AF. '
TRI . transistor otolllator.
TR2. transistor lrnplll. AF.

-GL-
TI1

piemonte induttivo
Fig. 7 Amplificatore di AF con bue a musa ad aocop-

R1. dlflOI 1.000rrhrn
Cl. 10.000 pFÀ
C7/L1 . circuito sintonia otcìll.
CJ. 10.000 pF
C4'L3. circuito sintonia tin-lo
C5. 10.000 pF.
L2. bobina link avvolta sopra LI
JAF1~2-3. impedenza di AF.
Tm. transiltor oscillatoro
.TR2. tranailtor ampli'. ÀF.

taratura in quanto si puó facilmente sbagliare
tarendo l'uscita di (25 su di una armonica anzi-
ché sulla frequenza fondamentale per cui è con_
sigliabile in fase sperimentale partire con dei
condensatori di capacità sensibilmente superiore
a quella richiesta per stabilire se con le spire che
formano L2 non esistono due posizioni di accordo.
In questi casi I'accordo sulla fondamentale è
sempre quello che si ottiene con la maggiore
capacità di C4 e C5. _

Per i valori di Ri valgono la stesse considera-
zioni fatta per la ýg. 2, vale.` a dire che íl suo va'-
lore andrà scelto sperimentalmente in funzione
delle tensioni di alimentazione e dei tipi di transi~
stor impiegati. '

ACCOPPIAMENTO INDUT`I1V0

Un altro sistema per prelevare l'energia AF
dall'oseillatore ed applicano alla base del tran~
sistor amplificatore di AF puó essere quello dì
tipo induttivo.
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In fig. 6 abbiamo riportato il circuito di un arn-
pliýcatore con emettitore a masse.

La bobina L2 si trova awolta su L1, sempre
dal lato freddo di L1. preleverà l'energia AF'in-
duttivamente a Ia applicherà alla base di TR2 per
amplificarla. Per la polarizzazione della base del
transistor TR2 un capo della bobina anziché es-
sere collegato a massa farà capo ad una resi~
stenza, R1 (il cui valore varia da lO a 1.000

,ohm a seconda del tipo di transistor impiegato),
disaccoppiata da un condensatore (nello schema
elettrico è contraddistinto dalla sigla 03).

La polarizzazione potrà essere effettuata an-
che di emettitore collegando a massa il capo del-
la bobina L2 ed applicando sull'emettitore una
resistenza di valore variabile tra i 10 ed í 1.000
ohm sempre disaccopiata da un condensatore da
10.000 pF.

Il vantaggio di utilizzare una bobina, L2, av-
volta su di un'altra, L1, consentirà di adattare
meglio l'impedenza d'accoppiamento modifi-
cando il numero delle spire (da 1/2 a 5 a secon~
da della frequenza di lavoro), senza dovere, co-



me nell'accoppiamento capacitivo, saldare il

condensatore su una spira di L1.
ln ýg. 7 troviamo invece un circuito amplifi-

catore con base a massa e lo schema non si

differenzia di molto dal primo circuito.
Infatti abbiamo sempre la solite bobina L2

accoppiata ad L1 ed applicata con un capo al-

l'emettitore di TR2 e con I'altro estremo alla re-
sistenza di polarizzazione R1 disaccoppiata da C3.

Come al solito il valore della resistenza R'l puó
variare da 10 a LODO ohm a seconda della ten-
sione di alimentazione e del tipo di transistor
impiegato. In fig. 8 abbiamo invece un amplifi-
catore con collettore a massa e si noterà infatti
che la bobina di sintonia L3 anziché essere col-
legate al collettore risulta in questo caso_speci-

ýco in collegamento con I'emettitore di TRZ.
In questo circuito risulta molto critico il valore

del condensatore C3'e della resistenza R1 in
quanto, per esempio, con un transistor di media

potenza C3 puó assumere un valore di 330 pF
ed R1 un valore di 220 ohm, mentre con un

transistor di potenza il valore di CS potrà raggiun-
gerei 1.000 pF e quello di R1 i47 ohm.

A differenza di ogni altro, questo circuito pre-
sente il vantaggio di poter fissare il transistor
TR2 direttamente su di una apposita aletta di raf-
freddamento senza il pericolo che la capacita in›
tradotta da tale aletta -possa modificare in modo
sensibile le caratteristiche del circuito di sintoi
nia, eliminando inoltre_.'l'irrádiazione da parte
della eletta stessa dell'AF che potrebbe produrre.

ACOOPMAM ENTO
CON ENTRATA SINTONIZZATA

VII circuito degli amplificatori che finora abbia~
mo presentata erano caratterizzati da entrate a-
periodiche. vale e dire non accordate,i ma. per a-
vere un maggior rendimento dell'amplificatore
stesso, è possìbile inserire in entrata un circui~
to accordato accoppiato a quello dell'oscille-
tore tramite un link.

rm

Pig. 8 Amplificatore di AF con collettore a main

- R1. de22 e1.0000hrn-
C'I . 1 0.000 pF.
C2/L1 . circuito sintonia oacill.
CJ. da 220 e 1.000 pF.
C4. 1 0.000 pF.
CHB. circuito sintonia Iinele
L3. bobina link avvolte lopra Ll
.IAF1-2. impeden di AF.
TR1 _ trenliltor un: tore
TRZ. transistor amplil. AF.

R1. di 10:4700hm
01 . 10.000 pF.
CZ/Ll . circuito limoni: oeclll.
C3/L4. circuito sintonia d'errtrata
04. 10.000 pF.
05. 10.000 pF.
CSILS. circuito sintonia "nale
L2. link avvolto sopra Li A
L3. linlt avvolto sopra a Ll_
JAFI-Z impedenza di AF.

Fìg. 9 Ampliýcatore di AF con .monitore a mom con
entrate slrrtorrizzne

TRI . t or oecillltoro
TR2. trlnsrstor ampli'. AF
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Fig. 10 Puo in molti casi risultare scomodo dover ricer-
care sperimentalmente su quale prosa il collettore di
TRZ dove moro collegato sulla bobina ýnlll (L3) per
ottenere ll massimo rendimento. ln questi cui si puo
ovvi-ro awolgondo su L3 una seconde bobina (1.2)
composte da 2 a 4 spir. Modiþeendo I numero del.
spire di L2 si potrà più Iecilmerrte ricercare quello che

Cioè su L1 andrà avvolta una o due spire (la
bobina L2) poi, intrecciando i due fili, il segnale
di AF viene trasferito ad une bobina identica ed
L2. che nello schema elettrico di lig. 9 è indicata
con la sigla L3, ed è avvolta su L4,

Questo circuito puó risultare ideale quando si
desidera duplicare la. frequenza dell'oscilla-
tore con TR2, per cui, ammettendo ad esempio
che l'oscillatore oscilli sui 72 MHz (circuito L1/
/CZ) noi possiamo sintonizzare L4/CB sulla pri-
ma armonica, cioè sui 144 MHz, ed infine sin-
tonizzare il finale (LS/C6) sempre sui 144 MHz.

ACCORDO STADIO FINALE

Abbiamo visto negli esempi che abbiamo finora
villustrato che quasi sempre il collettore del tran-
sistor amplificatore di AF non e mai collegato ad
un estrerno del circuito di sintonia ma bensì ad
una presa della bobina stessa. _

Questo procedimento e indispensabile per po-
ter adattare non solo liimpedenza del transistor
con il circuito stesso, ma anche per poter otte-
nere una maggiore selettività e migliorare cosi
il rendimento dell'amplilicatore stesso.

Praticamente sarà necessario trovare in modo
sperimentale quale spira risulta la più idonea
per questo accoppiamento, solo che puó anche
riuscire scomodo dover saldare e dissaldare sul-
le varie spire della bobina lino a trovare quella
che si dimostra la più adatta.

Per evitare.queste difficoltà si puó modificare
lo stadio finale, come vedesi in fig. .10,.collegan-
do il collettore del transistor ad un link. avvolto
sopra un circuito di accordo, ed in questo modo ri-
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ci darà il massimo rendimento

sulterà più semplice ei'iettuare l'accoppiamento
modificando il numero delle spire del link tro-
vando quella più adatta al transistor scelto.

TARATURÀ DI UNO STADIÖ AF

Come lo stadio oscillatore, anche |_o stadio ern-
plificatore di AF, affinché possa erogare in usci-
ta della AF, necessita di una adeguata taratura4
Perú non è che la taraturafdi tale stadio compor-
ti particolari difficoltà, ma occorrerà natural-
mente, quando ci si applicherà alla realizzazione
di uno stadio sperimentale, procedere ad un con-
trollo attento eventualmente modificando qual-
che valore al fine di ottenere il massimo rendi-
mento.

Infatti è vero che uno stadio di AF puó amplifi-
care oppure anche erogare AF, ma con quale ren-
dimento percentuale?

Noi possiamo ottenere un rendimento, nella
migliore delle ipotesi, del 70 oppure dell'80%,
ma potremmo anche non riuscire ai superare il
20%, cosa questa assolutamente da evitare in
quanto è inconcepibile accettare rendimenti
inferiori al 50%. Quando ci si accinge alla tara-
tura di uno stadio di AF, come prima cosa sarà
necessario inserire in serie all'elimentazione di
collettore del transistor un milliamperometro, co-
me si nota dalla tig. 12 predisposto sulla per-
tata più coerente alla potenza del transistor im-
piegato, ›

Se l'oscillatore non dovesse funzionare, ve de
sé che lo stadio amplificatore AF non potrà as-
sorbire alcuna corrente (ýg. 12A) e solamente
quando invece esisterà una effettiva produzione



da parte dell'oscillatore dl energia AF l'amplifi-
catore denuncerà un' certo assorbimento (ýg.
128).

Avuta quindi la prova che I'oscillatore funzione
sarà necessario fare in modo che l'amplificatore
assorbe più corrente possibile e per ottenere que-
sto giunge opportuno ritoccare la sintonia del
circuito di accordo dell'oscìllatore ruotando leg-
germente il condensatore variabile CZ4

Se poi I'accoppiamento tra oscillatore e stadio
amplificatore avviene per via capacitiva (come da
fig. 12) sara logico modificare il valore della
capacità C3 e le posizione della presa sulla bobi-
na Ll fino al punto in cui il transistor mostrerà il
maggior assorbimento di corrente.

Se invece l'accoppiamento si verifica attra-
verso un partitore capa itivo, come appare in
fig. 4, sarà opportuno ritoccare i compensatori
03-64 fino a raggiungere lo scopo precedente>
mente discusso, vale a dire il maggior assorbi›
mento possibile del transistor amplificatore, cosa
questa appurabile dalla Iett'ura del milliampero-
metror Tutti questi discorsi valgono anche se
l'accoppiamento avviene tramite un filtro a pì-
greco, come da fíg. 5.

Con l'accoppiamento induttivo sarà pero
necessario modificare le spire della bobina del
link L2 fino a trovare quella più idonea cioè che
riesca a trasferire la massima tensione della base
del transistor, cosa che provocherà automatica`

mente un aumento della corrente di collettore.
In pratica potrete constatare, a seconda del

transistor impiegato, che la bobina L2, perché
si abbia un massimo assorbimento della corrente
di collettore puó essere composta da 3 spire op-
pure da 1 sola o ancora anche da 1/2 spiraV

Infatti il massimo trasferimento di energia AF
dallo stadio oscillatore a quello amplificatore
si ottiene solamente quando I'impedenza d'en-
trata è perfettamente adattata al tipo di -transí-
stor impiegato e questo adattamento si ottiene
appunto agendo sul numero delle spire di ll
(oppure, a seconda dei casi, variando la capaci-`
ta o sul punto di collegamento della stessa alla
bobina L1 quando I'accoppiamento è di tipo
capacitivol.

Si puó cercare anche di variare il valore della
resistenza di polarizzazione R1 per trovare quella
più idonea al tipo di transistor impiegato in quan-
to con questo sistema si possono pure ottenere
ampie variazioni della corrente di collettore.

Quindi il primo obiettivo da raggiungere in uno
stadio amplificatore di AF è quello di ottenere che
il transistor assorba la massima corrente possi-
bile. Se notassimo invece che il transistor impie-
gato (che per esempio come caratteristiche con-
sente un assorbimento di 500 mA) giungesse
ad assorbire una corrente, nonostante tutte le
prove, troppo inferiore a quella che potrebbe rag-
giungere lper esempioY sempre nel nostro caso.

Fi _ 11 Per accordare uno stadio di AF. uccurre Iar si
che il circuito di sintonia (CS/L3) risult' sintonizzato
enti-monte sulla Inquonzl generm doll'oecilllton.
Per poter constatare tale condizione, accenni appli~
care in sono lll'alimentaziono di collettore di TM uno
strumento miliamperometro e leggerne le variazioni di
CDIIGI'IIG.
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Fig. 12 A Ricordatovi :M uno ltltlio amplificatori di
AF norrde assorbire corrente le l'olcillatoro di AF
non i lunzionante, pot cui se il transistor non umrbls-
n nouune corrente á evidente che I'ouillatore non
ma AF. Mon-:onde la lanciano di pilota" I transi-
stor TRZ non :tuo ovviamente amplificati-

Fig. 12 B Se l'oecillatnre AF Iunziona notlromo che ln~
che il trarnin'or amplificatore AF oleorbe column.
Per ottenere il mulimo rendimento i Memoria in
'hu sperimentale cercare di modificare l'acuowil-
monto oapeoitivo o induttivo tra stadio e stadio, o mo-
dificare il valore di R1 lino ad ottenere ll massimo a-
lorhintìnto.

Fig. 12 C Oulndo avremo raggiunto il massimo asm-
Nrnento di corrente da parte dello stadio amplificatore
di AF., I'oplrlzionl tlrltuu non Ö ancora termini",
per comidorlrlo tale dovremo ore sintonizzato il circui-
to linol- sulla lteononu genor o dall'olcillltorl

10 rnA) ció starà a significare che detto transi-
stor richiede una tensione di pilotaggio maggio-
re di quella che eroga lo stadio oscillatore e
quindi se ne deve dedurre che esso non è idoneo
per essere collegato direttamente dopo lo stadio
oscillatore ma è necessaria interporvi un altro
stadio di preamplilicazione intermedio tale da au-
mentare la potenza di eccitazione (vedi tig. 1 i.

Quando avremo raggiunto il massimo assorbi-
mento possibile per ottenere ,in uscita I'energia
AF amplificata occorre accordare il circuito di
sintonia posto sul collettore,'affinché risulti sin~
tonizzato sulla frequenza d'emissione.

Ruotando il condensatore variabile C4 si do-
vrà trovare la posizione dove lo strumento mil-

liamperometro sempre inserito in serie alla ten-
sione di collettore, denunc l minimo assorbi-
mento di corrente

Naturalmente si avrà una posizione ben defi-
nita del variabile sulla quale la lancetta del
milliamperometro effettuerà un marcato t dip n,
come da tig. 13.

La taratura si puó considerare perfetta sola-
mente quando la diýerenza tra l'assorbírnento
massimo e quello minimo sarà sostanziale cioè,
tanto per spiegarci meglio, quando al massimo
l'essorbimento raggiungerà un valore sui 200 mA
al minimo deve corrispondere un assorbimento di
circa 1'5-20 mA.

Qualora invece ad un assorbimento massimo

massimo'. r'ninimo assorbimento

Fig. l3 Dovremo ou ruotare il condensatori o com-
porteltore posto in plrlllolo alla bobina_r_ldllo nadia Ii-
nele, lino a trovare le posizione dove lo strumento mii-
lìarnpevometvu dal maßirno assorbimento. ollottuorà
una brusca variazione verso lo Rem. L'lccordo risulta
perfetto quando "interi una rriorrzatal differenza tra
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di 200 mA'corrispondesse un assorbimento mi-
nimo di'una corrente intorno ai 100 mA sarebbe
palese che il rendimento è veramente molto
scarso.

Infatti la potenza di AF sfruttabile è derivata
appunto dalla differenza che si riscontra tra i due
assorbimenti, massimo e minimo.

` Se la differenza è minima avremo come effet-
to` non solo poca AF in uscita, ma anche un surri-
scaldamento del transistor e quindi potenza che
verra dissipata esclusivamente sotto forme di
calore e non di AF›

I motivi che possono comportare una riduzione
del rendimento di uno stadio amplificatore di AF
possono essere molteplici:
1) Il transistor puó essere non idoneo allo scopo:

-a questo proposito puó darsi benissimo che
il transistor da voi impiegato non sia in. grado
divamplificare convenientemente la frequenza
sceltaÀ Per esempio, su un trasmettitore per
i 144 MHz si sia scelto un transistor incapa-
ce di amplificare oltre i 140 MHz.
Vi possono essere anche delle perdite di -AF

' causate da collegamenti troppo lunghiV ll
condensatore di disaccoppiamentoCSche non

' _ si trova collegato direttamente sulla giun-
zione del variabile e la bobina L3 e la massa
pill Vlclna GCC

2

3) Può avere anche una influe'nza negativa il
tatto che la bobina L3 ed il condensatore

_CG non siano sufficientemente rapportata. Per
esempio poche spire per L3 ed un eccessivo
4valore per CG

In questo caso specifico occorrerà aumentare il
numero delle spire e diminuire il valore del con-
densatore.
4) La presa del collettore del transistor sulla

bobina L3 non idonea alle caratteristiche
diimpedenza dello stesso. Occorrerà modifi-
care sperimentalmente tale presa cercando
:quella spira dalla quale si riesce a raggiun-
gere iI minimo assorbimento. i

vvIl circuito di sintonia del finale risulta accor-'
dato su di una armonica e non sulla frequen-
za fondamentale. Questo inconveniente puó
verificarsi quando sullo stadio amplificatore
se è stato da voi progettato avete impiegato
una capacità di valore troppo inferiore a quel-
la necessarie.

Ed infatti un accordo, su di una armonica l'as-
sorbìmento minimo si manterrà sempre molto ele-
vato. II transistor, duplicandola frequenza, non
potrà mai superare come rendimento il 20 o il
30%. Ammettendo infatti che abbiate realizza~
to uno stadio finale sui 30 MHz, se I'accordo ri-
šulta effettivamente su detta frequenzapotr'emo

5

lFiþ. 14 Se non riuscisaírno ad ottenere un masairno as-
aorbimento (vedi ýg. 12 C) da parte dello stadio finala
i evidente che
gior potenza dI pilotaggio. Tale inconvenifte può ma-
nifestarsi anche quando I'eccoppiamentn tra stadio o-
acillatore e stadio finale non risulta adeguato al transi-
ato lmodilicara capacità d'accoppiarnanto( spire bobi-
na del Iinlt, o valor! di H1)

Fig. 15 Lo audio `lìnale risulta accordato ad eroga
quindi la maasima potenza aoltanto quando ai a riuacitr"
accordando Il circuito di aintonia ýnala ad ottenere Iav
più ampia variazione da massimo assorbimento e mi-

nimo assorbimento

VVFig. 16 Se la variazione di assorbimento durante la tl-
ratura fossa limitata dovremmo concludere che il cir-
cuito tlì sintonia ýnala iiulta accordato au un'armonk
ca. oopura la presa di collettore sulla bobina non i
quella giusta. infine cha il transistor non i adatto ad
_anrplllicara la haquanza In gioco;

tranaiator impiegato necessita di mag-
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'avere un rendimento dl oltre il 70%, ma se inve-
ce›vi trovate sintonizzati su di una armonica
(60 MHz e cioè 30X2) iI rendimento calerà ov-
viamente fino ad un insufficiente 20-3096.

Per evitare questo errore noi consigliamoY in
fase di taratura, di inserire sempre, sperimen-
talmente, come prova di accordo un condensatore
di elevata capacità, quindi procedere con questo
alla sintoniaA

Si'dovranno trovare due posizioni di accordo
delle quali la prima a minor capacità (corri-
spondente all'accordo sulla 1. armonical e di ren-
dimento scarso (con un a dip n minimo come dalla
figllö) la seconda posizione a maggior capacità
(corrispondente all'accordo sulla fondamentale) e
con un rendimento palesemente superiore (x dip i
massimo).

Stabilita quindi la capacità più adatta potete
controllare la capacità esatta, aiutandovi per e-
sempio con il capacimetro pubblicato sul n. 8
della rivista e che si è rívelatolnsostituibile per
-oueste necessità.

Se per esempio la vostra misura denunciasse
una capacità di 80 pF noi possiamo scegliere un
compensatore da 40 pF collegandovi in serie un
condensatore fisso in ceramica da 56 pF.

Ultimata le taratura dello stadio finale occor-
rerà controllare infine che I'amplificatore di AF
non autooscilli, che cioè anche l'amplificatore
non funzioni esso stesso da oscillatore di AF.

Per questo particolare controllo sarà utile to~
gliere la tensione allo stadio oscillatore ed in
questa condizione verificare che l'amplifìcare
non denunci un assorbimento di corrente come
da fig. 12 A).

- PIRELURUliþ
FERRIUU
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Se invece notassimo un assorbimento risul-
terà evidente che tele stadio autoscilla ed in
questo caso sarà necessario invertire i capi
della bobina L2 collegando alla base del transistor
quello che prima si collegava alla resistenza R1
e viceversa quindi modificando il valore di R1 e
distanziando,' o possibilmente schermando, la
bobina L1/L2 da quello dello stadio finale, L3, af-
finché non avvengano accoppiamenti induttivi
tali da provocare autooscillazioni.

A questo punto noi vi consigliamo, anche se do'-
po tutte queste prove non sarete ancora riusciti
adottenere quei risultati che vi aspettate e che
saranno solamente dilazionati, di collegare uno di
questi stadi amplificatori di AF con l'oscillatore
dì AF presentato sul n. 9 badando che il numero
delle spire della bobina L3 risulti di 16 spire con
un condensatore variabile da 500 pF.: nel prossi-
mo articolo che apparirà sul n, ll della rivista
.vi soiegharemo come poter infine contun ampli-
ficatore di AF da noi espressamente calcolato e
collaudato. trasferire l'energia di AF erogata dal'
complesso oscillatore-amplificatore in antenna

donde verrà irradiata nello spazio.
Questa rappresenterà la fase finale e più impor-

tante nella realizzazione e. messa in funzione di un
trasmettitore perché e inutile produrre della AF
quando poi non si riesce o non si sa come farla
`assorbire completamente, o almeno nella sua
massima parte, da una qualsiasi antennaÀ

La nostra serie di articoli in ogni modo conti»
nuerà nella spiegazione di come si deve module;
re uno stadio finale con un amplificatore di BF ed
infine come realizzare degli efficentissimi corn-
plessì ricetrasmettitori per i 27 ed i444 MHz.4

TU'I'I'O L'OCCORHENTE
PER l CIRCUITI STAMPA"
confezione da 1/2 litro per bottlglle

soluzione DECAPAGGIO L. 200
soluz. PERCLOHURO FEHHICO li. g
soluzlone ACCELERANTE
spese postali per pacco L. 500

confezlone da 1 litro per bottlglla
soluzione DECAPAGGIO L.380
solul PERCLORURO FERRICO L. 750
soluzione AGCELERANTE L. 570
spese postali per pacco l.. 600

1 hottlglla INCHIOSTRO
PROTETTIVO L. 3004
Le ordlnazlonl del prodottl chimlcl ne-
cessari alla preparazlone del clrcultl
stampati debbono essere lndlrlzzate
alla Hlvista NUOVA ELEl'lRONICA. vls
Creoovla 21 BOLOGNA.
Prowederemo nol a fervell lnvlare, al
ore!! sopra lndlcatl, dlrettamenta dal
produttore al vostro domlcjllo. _



Mlllllll lllillSlllill Ill-
lI mobile acustico che vi presentiamo in questo ar-
ticolo pur presentando delle dimensioni ridotte e
tuttavia ad tto per contenere diffusori con una po-
tenza massima di 15 watt.

|| mobile che vogliamo presentarvi, pur se ha
delle dimensioni 'molto ridotte, tuttavia come

rendimento acustico puó essere paragonatoA e
senza perderci, con altri tipi di dimensioni ben
più ragguardevoli.

Tanto per darvi subito un'idea esatta di quanto

asseriamo cominciamo con il darvi le misure di
ingombro del nostro progetto che si possono
riassumere nella seguenti:
Larghezza = cm. 28
Profondità = cm.25
Altezza = cm. 56

Da questi dati potete benissimo già arguire
la validità del nostro mobile acustico. special-
mente se vi assicuriamo il suo alto rendimento.
Dal disegno di tig. 1 siete Inoltre in grado di con-
cludere quanto la realizzazione dello stesso ris-ulA
ti semplice al punto che, visto che dovrete ricor~
rere immancabilmente ad un falegname, a meno
che non ne abbiate le qualità voi stessi, baste-
rà_che gli proponiate il disegno con le relative
dimension` che gli facciate presente a grandi li-
nee i consigli che noi vi daremo in questo artico-
lo ed egli. senza nessun altra delucidazione, sa~
rà in grado di fornirvi il mobile già pronto per es-

sere installato in case vostra.
Lo spessore delle tavole da noi utilizzate nel

nostro prototipo hanno uno spessore di 1,5 cm ed
il falegname al quale ci eravamo rivolti per la
costruzione avrebbe voluto impiegare del le-
gno panlorte (trucciolato pressato). Non aven-
done peró a disposizione sul momento con lo
spessore richiesto, e non potendo noi aspettare
in quanto a realizzazione ultimata si reputava
necessario un doveroso collaudo per potervi ap-
p'ortare eventuali correzioni, in caso si fosse pre-
sentato un qualche inconveniente, oppure per
rifarloY qualora non avesse presentato quelle ca-
ratteristiche alle quali tendevano i nostri studiY
abbiamo tralasciato l'uso del penforte, che però
consigliamo caldamente ai nostri lettori, per ri-
piegare su altro tipo4 Comunque la scelta del Ie-
gno non e critica, basta solo rispettare le dimen-
sioni e se noi ne abbiamo consigliato un dato ti-
po è solo perché esso presenta delle caratteri-
stiche per il nostro scopo che lo rendono prefe-
ribile a tanti altri di costo nettamente superiore.

All'interno del mobile. affinché con il tempo e
I'umidità le pareti laterali non abbiano a 'subire
deformazioni, abbiamo ritenuto opportuno fissa~
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Fig. 1 Dingm dei vari poni che conip'ongum Il mobii.
lo acunièo úmliþo in articolo. Tutti in misura indi-
alla io'no in millimetri
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re un righello di dimensioni 3 X2 cm dl lunghez-
za suiýciente perché giunga a toccare le due e-
stremìtà.

lnoltre'per il fissaggio della parete posteriore
sara pure necessario utilizzare un altro righello.
questo di dimensioni adatte per ricevere le viti di
termo, che verrà inserito e fermato all'intemo pe-
rimetralmerite a tutto il mobile. Quindi il coper-
chio posteriore, sempre con legno di 1,5 cm di
spessore, verrà sagomato in modo che possa en-
trare esattamente, ossia quasi ad incastro, al-
l'interno del mobile per appoggiarsi sul righello
anzidetto (quindi la distanza del righello dal bor-
do vdeve rispecchiare lo spessore del coperchio)
al quale andrà fissato con viti adatte.

Lo stesso dicasi per il pannello frontale.. per il
quale valgono le stesse considerazioni prece-
denti, che verrà poi completato con un secondo
pannello come appare nella figura.

Pero prima di questa operazione, cioè siste-
mazioni del pannello frontale, sarà necessario
eseguire i fori per l'altoparlante dei bassi e per
quello dei medio-acuti.

Noi, che per i bassi abbiamo utilizzato un al-
toparlante con diametro del cono di 19 cm, ab-
biamo eseguito un foro di tale dimensione a 14
crn dall'estremo superiore della cassa, in posi-
zione centrale rispetto alle pareti lateralil e per i
medio-acuti u_n altro foro di 10 cm. di diametro
(tale è il diametro del cono dell'altoparlante u-
tilizzato allo scopo) e distante 41 cm sempre dal
bordo superiore'della cassa.

Completati questi iori sara opportuno fissare
su tale pannello un ultimo righello di 2 X1 cm.,
e di lunghezza sui 40-45 cm, che servirà a tene-
re distanziato di 2 cm il secondo pannello, sul
quale andrà poi fissato l'altoparlante dei bassi,
dal primo ed inoltre anche per fissarlo al mobile.

Il pannello interno, cioe quello sul'quale appun-
to andrà fissato l'altoparlante dei bassi, avrà la
dimensione di 30 X25 cm e su di esso si effet-
'tuerà un foro di 19 cm di diametro che dovrà
risultare. una volta effettuato il montaggio, per~
fattamente corrispondente a quello, sempre di 19
cm, del pannello frontale esterno.

Con ció la realizzazione come principio puó dir-

Fig. 2 Internamente tutte te pareti del mobile. esclusi
i pannelli Irontali, andranno imbottiti con lana di vetro,
oretta od altro material. lomanorttento. Neil- hto si
noterà come il iiltro crossover venga fissato sul pan›
nella posteriore

Fig. 3 II mobile a costruzione ultimata. data le sue di›
mansioni non eccessivamente mastadontioira, puó tro-
vare comodamente posto in una scaffale da libreria.

si ormai portata a termine me, prima di fissare
gli altoparlante, sara doveroso rifinire esteti-
camente il mobile per una gradevole presenta-
zione esteriore.
' A questo scopo le soluzioni sono innumere-

voli: infatti potete a vostro piacimento impellic-
oiarlo. lucidarlo a mogano, ricoprirlo 'con carte
o plastica autoadesiva, ecc. nella maniera cioè
che vi detta il vostro buon gusto.

ll pannello frontale andrà poi completato, come
in ogni buona cassa acustica che si rispetti. con
l'apposita tela.

Dopo di ció potrete fissare gli altoparlanti e
con colla e viti i pannelli frontali all'interno del
mobile, quindi imbottite completamente ed accu-
-ratamente le pareti interne, escluso il pannello
frontale, con lana di vetro, ovatta, feltro, od altro
imateriale fonoassorbente.

Raccomandiamo di utilizzare un filtro crossover
per separare le frequenze da convogliare rispetti-
vamente all'altopariante dei bassi ed a quello dei
medio-acuti e, come frequenza d'incrocio. noi
consigliamo di scegliere i 700 Hz.

A quest'ultimo proposito vi rimandiamo all'ar~
ticolo dedicato appunto alla realizzazione _di ýl»
tri che ví viene presentato appunto sulle pagine
di questo stesso numero di rivist'a.
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